(19) (19DE 10 2005 037 869 B4 2007.05.31

Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2005 037 869.2 shymtcte: HOTL 21/56 (2006.01)
(22) Anmeldetag: 10.08.2005 HOTL 23/28 (2006.01)

(43) Offenlegungstag: 15.02.2007 HO1L 21/60 (2006.01)

(45) Veroffentlichungstag
der Patenterteilung: 31.05.2007

Innerhalb von drei Monaten nach Verdffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Ein-
spruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklaren und zu begriinden. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine
Einspruchsgebiihr in Hohe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 2
Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber: (56) Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht
Siemens AG, 80333 Miinchen, DE gezogene Druckschriften:

US 6492194 B1

(72) Erfinder:
Kaspar, Michael, 85640 Putzbrunn, DE;
Schwarzbauer, Herbert, 81373 Miinchen, DE;
Weidner, Karl, 81245 Miinchen, DE

(54) Bezeichnung: Anordnung zur hermetischen Abdichtung von Bauelementen und Verfahren zu deren Herstel-
lung

(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung eines Pa-

5-3
ckages umfassend: 5_15’2 ? 108 102 2 ? 102,52 5'1?
Bereitstellen eines Substrats (1), wobei auf einer oberen %
Oberflache (2) des Substrats (1) ein oder mehrere Bauele- 4{ 711 —— - }4
8 12

mente (3) angeordnet sind; L 183 2 83
Ausbilden einer hermetisch abdichtenden Schutzschicht
(4) auf dem ein oder den mehreren Bauelementen (3) und 101 6
auf der oberen Oberflache (2) des Substrats (1), wobei das

Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4)

das Ausbilden mehrerer Ubereinander angeordneter Teil-

schichten (5) umfasst, wobei eine Teilschicht (5-1) eine auf-

laminierte Folie bestehend aus elektrisch isolierendem

Kunststoffmaterial, eine Teilschicht (5-2) eine ein Metall

aufweisende metallische Teilschicht, eine Teilschicht (5-3)

eine ein organisches Material aufweisende organische

Schicht und eine Teilschicht (5-4) eine Moldingmaterial-

schicht ist;

Freilegen einer oder mehrerer Kontaktflachen (8) auf der

Oberflache (2) des Substrats (1) und auf Oberflachen des

einen oder der mehreren Bauelemente (3) durch Offnen je-

weiliger Fenster (9) in der hermetisch abdichtenden

Schutzschicht (4), und

flachiges Kontaktieren jeder freigelegten Kontaktflache (8)

mit einer...

oo

)

~T

N\



DE 10 2005 037 869 B4 2007.05.31

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein hermetisch abge-
dichtetes Package und ein Verfahren zur Herstellung
eines hermetisch abgedichteten Packages gemaf
den Patentanspriichen 1 und 21.

[0002] Eingekapselte Bauelemente kdénnen durch
mechanische Einwirkung und Umwelteinflisse ge-
schadigt und aufder Funktion gesetzt werden. Zu den
Umwelteinflissen zahlen unter anderem Schadgase,
wie etwa Sauerstoff, Flissigkeiten wie etwa Wasser,
organische und anorganische Sauren oder elektro-
magnetische Felder. Die Schadstoffe entfalten insbe-
sondere unter dem Einfluss erhdhter Temperaturen
ihre schadliche Wirkung durch Zerstérung von Pa-
ckagingmaterialien wie etwa Moldingmassen, Epoxi-
den oder Polyimiden, oder der Bauteile selbst. Die er-
héhte Temperatur unterstitzt den Diffusionsprozess
der Schadstoffe durch das Packagematerial oder ent-
lang Grenzflachen des Packagematerials. Sofern
das Bauelement nicht durch ein Metallgehause ge-
schitzt ist, kdnnen elektromagnetische Felder unge-
hindert zu dem Bauelement vordringen und es scha-
digen. Typische Packages umfassen Kunststoffab-
dichtungen, die das Bauteil jedoch nicht hermetisch
vor Umwelteinflissen schitzen.

[0003] Hermetisch abdichtende Packages zum
Schutz vor Umwelteinflissen umfassen insbesonde-
re Metall- oder Keramikgehause. Konventionelle her-
metisch abdichtende Gehause bestehen aus einem
Gehéauseboden und einem Deckel oder einer Kappe.
Durch Aufschweillen oder Aufléten des Deckels auf
den Gehauseboden wird das Gehause hermetisch
abgedichtet. Der Gehauseboden und der Deckel
kdnnen groflRe Teile der Flache einer Leiterplatte oder
eines Moduls, auf das das Bauteil montiert ist, bean-
spruchen.

[0004] Die US 6,492,194 B1 offenbart ein Verfahren
zur Einhdusung von elektronischen Komponenten.
Ein derartiges Verfahren umfasst das Befestigen zu-
mindest einer elektronischen Komponente auf deren
aktiven Seite auf ein Substrat, wobei das Substrat
elektrische Kontakte auf einer externen Seite und
kleine Verbindungsflachen auf einer der externen
Seite gegenuber liegenden Seite aufweist. Das Sub-
strat weist eine erste Serie von Durchgangsléchern
auf, die die elektrischen Kontakte und die kleinen
Verbindungsflachen verbinden. Das Substrat weist
eine zweite Serie von Léchern zur Verwendung zum
Ansaugen auf. Eine flexible Schicht ist auf der der ak-
tiven Seite der elektronischen Komponente oder
Komponenten gegenuiber liegenden Seite aufge-
bracht. Die flexible Schicht beziehungsweise der fle-
xible Film wird durch die zweite Serie von Ldchern
von der der externen Substratseite gegenuber lie-
genden Seite angesaugt, so dass die elektronische
Komponente oder die Komponenten umhdillt ist be-
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ziehungsweise sind. Das Verfahren kann zudem auf
der Oberseite der flexiblen Schicht eine stofflich ein-
heitliche Schicht zur Erzeugung der hermetischen
Versiegelung der Komponenten und eine leitfahige
Schicht zur Erzeugung einer Abschirmung bereitstel-
len. Eine derartige Anwendung eignet sich beson-
ders fur Oberflachenfilter.

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine verbesserte hermetische Abdichtung ei-
nes Bauelements zu schaffen. Es sollen unterschied-
liche elektronische Bauelemente fiir unterschiedliche
Anwendungen kontaktiert und geschitzt geschaffen
werden.

[0006] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand
der unabhangigen Patentanspriiche geldst. Bevor-
zugte Ausfiihrungsformen sind durch die unabhangi-
gen Patentanspriiche angegeben.

[0007] Eine Ausfiihrungsform der vorliegenden Er-
findung stellt ein Verfahren zur Herstellung eines Pa-
ckages bereit. Das Verfahren beinhaltet das Bereit-
stellen eines Substrats, wobei auf einer oberen Ober-
flache des Substrats ein oder mehrere Bauelemente
angeordnet sind. Das Verfahren beinhaltet ferner das
Ausbilden einer hermetisch abdichtenden Schutz-
schicht auf dem ein oder den mehreren Bauelemen-
ten und auf der oberen Oberflache des Substrats,
wobei die hermetisch abdichtende Schutzschicht die
folgenden Eigenschaften aufweist: gasundurchlds-
sig, flissigkeitsundurchlassig, undurchlassig fiir elek-
tromagnetische Wellen, temperaturbestandig, elek-
trisch isolierend und prozessbestandig.

[0008] Bei einer Ausfiihrungsform umfasst das Aus-
bilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht
das Ausbilden mehrerer Ubereinander angeordneter
Teilschichten. Dies hat den Vorteil, dass Teilschichten
mit unterschiedlicher Funktionalitat ausgebildet wer-
den kénnen.

[0009] Vorteilhaft umfasst das Ausbilden mehrerer
Ubereinander angeordneter Teilschichten das Aufla-
minieren einer Folie aus elektrisch isolierendem
Kunststoffmaterial, wobei vorzugsweise eine Folie
aus einem Kunststoffmaterial auf Polyimid-, Polya-
mid-, Polyethylen-, Polyphenol-, Polyetheretherke-
ton- und/oder auf Epoxidbasis verwendet wird.

[0010] Vorteilhaft umfasst das Ausbilden mehrerer
Ubereinander angeordneter Teilschichten das Ausbil-
den einer ein Metall aufweisenden metallischen Teil-
schicht, wobei die ein Metall aufweisende Teilschicht
das eine oder die mehreren Bauteile vor elektromag-
netischer Strahlung schiitzt. Das Metall wird bevor-
zugt aus einer Gruppe bestehend aus Aluminium,
Kupfer, Titan, und Nickel gewahlt.

[0011] Bei einer Ausfiihrungsform umfasst das Aus-
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bilden mehrerer Ubereinander angeordneter Teil-
schichten das Ausbilden einer ein anorganisches
Material aufweisenden anorganischen Teilschicht.
Das anorganische Material beinhaltet bevorzugt Sili-
ziumoxid.

[0012] Bei einer Ausfiihrungsform umfasst das Aus-
bilden mehrerer Ubereinander angeordneter Teil-
schichten das Ausbilden einer ein organisches Mate-
rial aufweisenden organischen Teilschicht. Bevorzugt
enthalt das organische Material Parylene.

[0013] Bei einer Ausfiihrungsform umfasst das Aus-
bilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht
das Ausbilden einer ein Fullmaterial aufweisenden
hermetisch abdichtenden Schutzschicht. Das Fillm-
aterial enthalt bevorzugt Siliziumoxid oder Kohlen-
stoff.

[0014] Bei einer Ausfiihrungsform umfasst das Be-
reitstellen eines Substrats das Bereitstellen eines
Substrats, das aus einer isolierenden Schicht, einer
auf einer unteren Oberflache der isolierenden
Schicht aufgebrachten ersten Metallschicht und einer
auf einer von der unteren Oberflache abgekehrten
Oberflache der isolierenden Schicht aufgebrachten
zweiten, strukturierten Metallschicht besteht.

[0015] Das Ausbilden der hermetisch abdichtenden
Schutzschicht kann ein physikalisches Abscheide-
verfahren wie etwa einen Sputter-Prozess oder einen
Bedampfungsprozess umfassen.

[0016] Das Ausbilden der hermetisch abdichtenden
Schutzschicht kann auch einen Sprihprozess oder
einen Gieliprozess umfassen.

[0017] Das Ausbilden der hermetisch abdichtenden
Schutzschicht kann ein chemisches Abscheidever-
fahren wie etwa ein CVD-Verfahren oder ein LP-
CVD-Verfahren umfassen.

[0018] Bei einer Ausfiihrungsform umfasst das Ver-
fahren zu Herstellung eines Packages des Weiteren
das Freilegen einer oder mehrerer Kontaktflachen
auf der Oberflache des Substrats und auf Oberfla-
chen des einen oder der mehreren Bauelemente
durch Offnen jeweiliger Fenster in der hermetisch ab-
dichtenden Schutzschicht, und flachiges Kontaktie-
ren jeder freigelegten Kontaktflache mit einer Kon-
taktschicht aus elektrisch leitendem Material. Das
Offnen jeweiliger Fenster kann durch einen fotolitho-
graphischen Prozess, Laserablation, ein Atzverfah-
ren oder ein mechanisches Verfahren erfolgen.

[0019] Bei einer Ausfiihrungsform wird eine Kon-
taktschicht aus mehreren Ubereinander angeordne-
ten Teilschichten aus unterschiedlichem, elektrisch
leitendem Material verwendet wird.
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[0020] Unter einem weiteren Aspekt stellt die vorlie-
gende Erfindung ein Package bereit, wobei das Pa-
ckage ein Substrat umfasst, auf einer Oberflache des
Substrats ein oder mehrere Bauelemente ausgebil-
det sind und wobei auf dem ein oder den mehreren
Bauelementen und auf der Oberflache des Substrats
eine hermetisch abdichtende Schutzschicht ausge-
bildet ist, die die folgenden Eigenschaften aufweist:
gasundurchlassig, flissigkeitsundurchlassig, un-
durchlassig fur elektromagnetische Wellen, tempera-
turbestandig, elektrisch isolierend und prozessbe-
standig.

[0021] Bevorzugt umfasst die hermetisch abdich-
tende Schutzschicht mehrere Gibereinander angeord-
nete Teilschichten.

[0022] Bei einer Ausfihrungsform ist eine der meh-
reren Teilschichten aus einer Folie aus elektrisch iso-
lierendem Kunststoff ausgebildet. Die Folie ist bevor-
zugt aus einem Kunststoffmaterial auf Polyimid-, Po-
lyamid-, Polyethylen-, Polyphenol-, Polyetherether-
keton- und/oder auf Epoxidbasis ausgebildet.

[0023] Bei einer Ausfuhrungsform ist eine der meh-
reren Teilschichten eine ein Metall aufweisende me-
tallische Schicht. Das Metall wird bevorzugt aus einer
Gruppe bestehend aus Aluminium, Kupfer, Titan und
Nickel gewahilt.

[0024] Bei einer Ausfihrungsform ist eine der meh-
reren Teilschichten eine ein anorganisches Material
aufweisende anorganische Schicht. Das anorgani-
sche Material umfasst bevorzugt Siliziumoxid.

[0025] Bei einer Ausfihrungsform ist eine der meh-
reren Teilschichten eine eine organisch modifizierte
Keramik aufweisende Schicht.

[0026] Bei einer Ausfuhrungsform ist eine der meh-
reren Teilschichten eine ein organisches Material auf-
weisende organische Schicht, wobei das anorgani-
sche Material bevorzugt Parylene ist.

[0027] Bei einer Ausflihrungsform enthalt die her-
metisch abdichtende Schutzschicht ein Flllmaterial.
Das Flullmaterial enthalt vorteilhaft Siliziumoxid oder
Kohlenstoff.

[0028] Bei einer Ausfliihrungsform besteht das Sub-
strat aus einer isolierende Schicht, einer auf eine un-
tere Oberflache der isolierenden Schicht aufgebrach-
ten ersten Metallschicht und einer auf einer von der
unteren Oberflache abgekehrten Oberflache der iso-
lierenden Schicht aufgebrachten zweiten, strukturier-
ten Metallschicht.

[0029] Bei einer Ausfiihrungsform sind Kontaktfla-
chen auf der Oberflache des Substrats und auf Ober-
flachen des einen oder der mehreren Bauelemente
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angeordnet. Die hermetisch abdichtende Schutz-
schicht weist bei jeder Kontaktflache ein Fenster auf,
in welchem diese Kontaktflache frei von der herme-
tisch abdichtenden Schutzschicht und flachig mit ei-
ner Kontaktschicht aus elektrisch leitfahigem Material
kontaktiert ist. Die Kontaktschicht kann mehrere
Ubereinander angeordnete Einzelschichten aus un-
terschiedlichem, elektrisch leitfahigem Material um-
fassen.

Beschreibung bevorzugter Ausflihrungsformen der
Erfindung:

[0030] Fig.1 zeigt einen Querschnitt eines Pa-
ckages gemaR einer Ausfuhrungsform der Erfindung.

[0031] Fig.2 zeigt einen Querschnitt eines Pa-
ckages in einer Stufe des Herstellungsprozesses ge-
maR einer Ausfuhrungsform der Erfindung.

[0032] Fig.3 zeigt einen Querschnitt eines Pa-
ckages gemafR einer Ausfuhrungsform der Erfindung.

[0033] Fig.1 zeigt einen Querschnitt eines Pa-
ckages gemafR einer Ausfuhrungsform der Erfindung.
Auf einem Substrat 1 sind auf einer oberen Oberfla-
che 2 des Substrats 1 Bauelemente 3 angeordnet.
Das Substrat 1 weist beispielsweise ein DCB-Subst-
rat auf, das aus einer isolierenden Schicht 7, bevor-
zugt aus einem Keramikmaterial, einer auf einer un-
teren Oberflache 101 der isolierenden Schicht 7 auf-
gebrachten ersten metallischen Schicht 6, bevorzugt
aus Kupfer und einer auf einer von der unteren Ober-
flache 101 abgekehrten oberen Oberflache 102 der
isolierenden Schicht 7 aufgebrachten zweiten metal-
lischen Schicht 12, bevorzugt aus Kupfer besteht.

[0034] Die zweite metallische Schicht 12 auf der
oberen Oberflache 102 der isolierenden Schicht 7 ist
bereichsweise bis auf die obere Oberflache 102 her-
ab entfernt. Auf der von der ersten metallischen
Schicht 6 abgekehrten Oberflache 103 der zweiten
metallischen Schicht 12 sind Bauelemente 3 ange-
ordnet.

[0035] Die generell mit 2 bezeichnete gesamte obe-
re Oberflache des mit den Bauelementen 3 bestlick-
ten Substrats 1 ist durch die freiliegenden Teile der
oberen Oberflache 102 der isolierenden Schicht 7
und der oberen Oberflache 103 der zweiten metalli-
schen Schicht 12 gegeben.

[0036] Die Bauelemente 3 koénnen zueinander
gleich oder aber auch voneinander verschieden sein.
Beispielsweise sind die Bauelemente Leistungshalb-
leiterchips. Auf den Bauelementen 3 ist eine herme-
tisch abdichtende Schicht 4 angeordnet, die eng an
Oberflachen und Seitenflachen der Bauelemente 3
anliegt. Die hermetisch abdichtende Schicht 4 ist fer-
ner auf zwischen den Bauelementen 3 befindlichen
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Bereichen der oberen Oberflache 2 des Substrats 1
angeordnet und liegt eng an der oberen Oberflache 2
des Substrats 1 an. Die hermetisch abdichtende
Schicht 4 dichtet jedes einzelne Bauelement 3 her-
metisch gegenliber Umwelteinflissen ab. Die herme-
tische Schutzschicht 4 ist insbesondere gasundurch-
I&ssig, flissigkeitsundurchlassig, undurchlassig fir
elektromagnetische Wellen, temperaturbestandig,
elektrisch isolierend und prozessbestandig. In einer
Ausfuhrungsform der Erfindung ist die hermetische
Schutzschicht 4 temperaturbestandig gegeniber
dem dauerhaften Einfluss von Temperaturen bis
150°C. In einer anderen Ausfiihrungsform ist die her-
metische Schutzschicht 4 temperaturbestandig ge-
genuber dem dauerhaften Einfluss von Temperatu-
ren bis 200°C. Bevorzugt ist die hermetische Schutz-
schicht 4 gegenliber dem Einfluss von Sauren, Ba-
sen und Loésungsmitteln prozessbestandig.

[0037] Die hermetisch abdichtende Schicht 4 kann
anorganische Materialien, organische Materialien,
Metalle, Polymere oder organisch modifizierte Kera-
miken enthalten. Die hermetisch abdichtende Schicht
4 kann aber auch andere geeignete Materialien ent-
halten, die vor Umwelteinflissen schitzen. Als Me-
talle eignen sich besonders Aluminium, Kupfer, Titan
oder Nickel. Die Metalle kdnnen beispielsweise durch
ein Sputter-Verfahren oder durch ein Aufdampf-Ver-
fahren aufgetragen werden. Als Polymere eignen
sich insbesondere Duroplast-Polymere oder Thermo-
plast-Polymere.

[0038] Die hermetisch abdichtende Schutzschicht 4
kann ferner ein oder mehrere Flllmaterialien enthal-
ten. Durch die Wahl des Fillmaterials und durch die
Variation des Fillmaterialanteils an der hermetisch
abdichtenden Schutzschicht 4 kann beispielsweise
der Warmeausdehnungskoeffizient der hermetisch
abdichtenden Schutzschicht 4 an den Warmeaus-
dehnungskoeffizienten des Substrats 1 oder der Bau-
elemente 3 angepasst werden. Dadurch kénnen ther-
mische Spannungen, die infolge von Temperaturein-
flissen auftreten, reduziert werden. Thermische
Spannungen kdnnen zu Rissen bzw. Beschadigung
der hermetisch abdichtenden Schutzschicht 4 fiihren,
oder aber die Haftung der hermetisch abdichtenden
Schutzschicht 4 auf den Bauelementen 3 und dem
Substrat 1 verringern.

[0039] Die hermetisch abdichtende Schutzschicht 4
kann mehrere Ubereinander angeordnete Teilschich-
ten 5 umfassen. Die einzelnen Teilschichten 5 weisen
bevorzugt unterschiedliche Funktionswerkstoffe auf.
Beispielsweise ist eine erste Teilschicht 5-1 elektrisch
isolierend, eine zweite Teilschicht 5-2 undurchlassig
fur elektromagnetische Wellen, eine dritte Teilschicht
5-3 flissigkeitsundurchlassig und gasundurchlassig.
Eine vierte Teilschicht 5-4 schiitzt die Bauelemente 3
vor mechanischer Beschadigung.
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[0040] In einer Ausfiihrungsform beinhaltet eine
erste Teilschicht 5-1 eine unter Vakuum auflaminierte
Folie bestehend aus elektrisch isolierendem Kunst-
stoffmaterial. Die Folie kann zur Verbesserung der
Haftung auf der oberen Oberflache 2 des Substrats 1
und auf den Bauelementen 3 eine Klebebeschich-
tung aufweisen. Die Dicke der Folie kann 25 bis 500
pUm betragen.

[0041] Eine zweite Teilschicht 5-2 ist als eine Metall-
schicht ausgebildet. Die Metallschicht ist eng anlie-
gend auf ersten Teilschicht 5-1 aufgebracht und weist
eine ausreichende Dicke auf, um die Bauelemente 3
vor elektromagnetischen Wellen zu schitzen. Die
Metallschicht umfasst bevorzugt Aluminium, Kupfer,
Titan oder Nickel. Die Metallschicht kann durch einen
Sputter-Prozess oder einen Aufdampfprozess auf die
auflaminierte Folie aufgebracht werden.

[0042] Eine dritte Teilschicht 5-3 ist als eine organi-
sche Schicht ausgebildet und umfasst bevorzugt Pa-
rylene. Die organische Schicht ist eng anliegend auf
der zweiten Teilschicht 5-2 aufgebracht und weist
eine ausreichende Dicke auf, um die Bauelemente 3
und die darunter angeordneten Teilschichten 5-1 und
5-2 vor Flussigkeiten und Gasen zu schitzen.

[0043] Eine vierte Teilschicht 5-4, die bevorzugt eine
Package-Schicht ist, umfasst bevorzugt Kunstharz
oder ein anderes geeignetes Moldingmaterial. Die
vierte Teilschicht 5-4 schiitzt die Bauelemente 3 vor
mechanischer Beschadigung.

[0044] Die Reihenfolge und die Anzahl der Uiberein-
ander angeordneten Teilschichten 5 kann auch vari-
ieren. Beispielsweise kann die zweite Teilschicht 5-2
als organische Schicht, und die dritte Teilschicht 5-3
als Metallschicht ausgebildet sein.

[0045] Fig.2 zeigt einen Querschnitt eines Pa-
ckages in einem Stadium des Herstellungsprozesses
gemal einer Ausfiihrungsform der Erfindung. Kon-
taktflachen 8 auf Oberflachen der Bauelemente 3 und
auf der oberen Oberflache 2 des Substrats 1 sind
durch Offnen von Fenstern 9 in der hermetisch ab-
dichtenden Schicht 4 freigelegt. Die Fenster 9 wer-
den durch einen Strukturierungsprozess geoffnet. In
einer Ausfiihrungsform wird die hermetisch abdich-
tende Schicht 4 im Bereich der Kontaktflachen 8 mit-
tels Laserablation abgetragen. Aber auch andere Va-
rianten der Strukturierung der hermetisch abdichten-
den Schicht 4 sind denkbar. Beispielsweise kann die
hermetisch abdichtende Schicht 4 mittels eines Plas-
maatzverfahrens strukturiert werden. Das Strukturie-
ren kann aber auch durch einen fotolithographischen
Prozess erfolgen. Dazu kann auf der hermetisch ab-
dichtenden Schicht 4 ein Fotolack aufgetragen wer-
den, getrocknet und anschlieRend belichtet werden.
Als Fotolack kommen herkdmmliche positive oder
negative Resists (Beschichtungsmaterialien) in Fra-
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ge. Der Fotolack kann beispielsweise durch einen
Spruh- oder Tauchprozess aufgetragen werden. Aber
auch Electro-Deposition zur Aufbringung des Foto-
lacks ist denkbar.

[0046] Einzelne Teilschichten 5 der hermetisch ab-
dichtenden Schicht 4 kdnnen durch unterschiedliche
Strukturierungsprozesse strukturiert werden. Bei-
spielsweise kann eine als metallische Schicht ausge-
bildete Teilschicht 5 mittels eines Plasmaatzverfah-
rens strukturiert werden, und eine aus elektrisch iso-
lierendem Kunststoffmaterial ausgebildete Teil-
schicht 5 mittels eines fotolithographischen Prozes-
ses strukturiert werden.

[0047] Fig. 3 zeigt einen Querschnitt des in Fig. 2
dargestellten Packages nach Aufbringung einer
strukturierten Kontaktschicht 10 aus elektrisch leitfa-
higem Material 10, vorzugsweise ein Metall, auf die
freigelegten Kontaktflachen 8. Das Aufbringen des
elektrisch leitfahigen Materials 10 auf die freigelegten
Kontaktflachen 8 kann das Aufbringen einer Maske
auf die hermetisch abdichtende Schicht 4 beinhalten,
die die Kontaktflachen 8 freilasst. Dann wird das elek-
trisch leitfahige Material ganzflachig auf die herme-
tisch abdichtende Schicht 4 und auf die freigelegten
Kontaktflachen 8 aufgebracht. Danach wird die Mas-
ke mit der darauf befindlichen Kontaktschicht 10 ent-
fernt, so dass nur die flachig kontaktierten Kontaktfla-
chen 8 auf den maskenfreien Bereichen Ubrig blei-
ben. Die Kontaktschicht 10 kann auch mehrere tber-
einander angeordnete Einzelschichten 11-1, 11-2
aus unterschiedlichem elektrisch leitfahigem Material
umfassen.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung eines Packages um-
fassend:
Bereitstellen eines Substrats (1), wobei auf einer
oberen Oberflache (2) des Substrats (1) ein oder
mehrere Bauelemente (3) angeordnet sind;
Ausbilden einer hermetisch abdichtenden Schutz-
schicht (4) auf dem ein oder den mehreren Bauele-
menten (3) und auf der oberen Oberflache (2) des
Substrats (1), wobei das Ausbilden der hermetisch
abdichtenden Schutzschicht (4) das Ausbilden meh-
rerer Ubereinander angeordneter Teilschichten (5)
umfasst, wobei eine Teilschicht (5-1) eine auflami-
nierte Folie bestehend aus elektrisch isolierendem
Kunststoffmaterial, eine Teilschicht (5-2) eine ein Me-
tall aufweisende metallische Teilschicht, eine Teil-
schicht (5-3) eine ein organisches Material aufwei-
sende organische Schicht und eine Teilschicht (5-4)
eine Moldingmaterialschicht ist;
Freilegen einer oder mehrerer Kontaktflachen (8) auf
der Oberflache (2) des Substrats (1) und auf Oberfla-
chen des einen oder der mehreren Bauelemente (3)
durch Offnen jeweiliger Fenster (9) in der hermetisch
abdichtenden Schutzschicht (4), und
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flachiges Kontaktieren jeder freigelegten Kontaktfla-
che (8) mit einer Kontaktschicht (10) aus elektrisch
leitendem Material, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Kontaktschicht (10) aus mehreren Gbereinander
angeordneten Einzelschichten (11) aus unterschied-
lichem, elektrisch leitendem Material verwendet wird.

2. Verfahren zur Herstellung eines Packages ge-
malf Patentanspruch 1, wobei die Folie aus einem
Kunststoffmaterial auf Polyimid-, Polyamid-, Polye-
thylen-, Polyphenol-, Polyetheretherketon- und/oder
auf Epoxidbasis verwendet wird.

3. Verfahren zur Herstellung eines Packages ge-
mal Patentanspruch 1 oder 2, wobei das Metall der
Metallschicht aus einer Gruppe bestehend aus Alu-
minium, Kupfer, Titan, und Nickel gewahlt ist.

4. Verfahren zur Herstellung eines Packages ge-
maf einem der Patentanspriiche 1 bis 3, wobei das
Ausbilden mehrerer Uibereinander angeordneter Teil-
schichten (5) das Ausbilden einer ein anorganisches
Material aufweisenden anorganischen Schicht um-
fasst.

5. Verfahren zur Herstellung eines Packages ge-
mal Patentanspruch 4, wobei das anorganische Ma-
terial Siliziumoxid enthalt.

6. Verfahren zur Herstellung eines Packages ge-
maRk einem der vorangehenden Patentanspriche 1
bis 5, wobei das organische Material Parylene ent-
halt.

7. Verfahren zur Herstellung eines Packages ge-
maf einem der Patentanspriiche 1 bis 6, wobei das
Ausbilden mehrerer Uibereinander angeordneter Teil-
schichten (5) das Ausbilden einer eine organisch mo-
difizierte Keramik aufweisende Schicht umfasst.

8. Verfahren zur Herstellung eines Packages ge-
maf einem der Patentanspriiche 1 bis 7, wobei das
Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutz-
schicht (4) das Ausbilden einer ein Fullmaterial auf-
weisenden hermetisch abdichtenden Schutzschicht
(4) umfasst.

9. Verfahren zur Herstellung eines Packages ge-
maf Patentanspruch 8, wobei das Fullmaterial Silizi-
umoxid oder Kohlenstoff enthalt.

10. Verfahren zur Herstellung eines Packages
gemal einem der Patentanspriche 1 bis 9, wobei
das Bereitstellen eines Substrats das Bereitstellen ei-
nes Substrats umfasst, das aus einer isolierenden
Schicht (7), einer auf einer unteren Oberflache (101)
der isolierenden Schicht (7) aufgebrachten ersten
Metallschicht (6) und einer auf einer von der unteren
Oberflache (101) abgekehrten Oberflache (102) der
isolierenden Schicht (7) aufgebrachten zweiten,
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strukturierten Metallschicht (12) besteht.

11. Verfahren zur Herstellung eines Packages
gemalf einem der vorhergehenden Patentanspriiche,
wobei das Ausbilden der hermetisch abdichtenden
Schutzschicht (4) ein physikalisches Abscheidever-
fahren umfasst.

12. Verfahren zur Herstellung eines Packages
gemal Patentanspruch 10, wobei das physikalische
Abscheideverfahren einen Sputter-Prozess oder ei-
nen Bedampfungsprozess umfasst.

13. Verfahren zur Herstellung eines Packages
gemalf einem der vorhergehenden Patentanspriiche,
wobei das Ausbilden der hermetisch abdichtenden
Schutzschicht (4) einen Sprihprozess umfasst.

14. Verfahren zur Herstellung eines Packages
gemalf’ einem der vorhergehenden Patentanspriiche,
wobei das Ausbilden der hermetisch abdichtenden
Schutzschicht (4) einen Giel3prozess umfasst.

15. Verfahren zur Herstellung eines Packages
gemalf einem der vorhergehenden Patentanspriiche,
wobei das Ausbilden der hermetisch abdichtenden
Schutzschicht (4) ein chemisches Abscheideverfah-
ren umfasst.

16. Verfahren zur Herstellung eines Packages
gemalf einem der vorhergehenden Patentanspriiche,
wobei das chemische Abscheideverfahren ein
CVD-Verfahren oder ein LPCVD-Verfahren umfasst.

17. Verfahren gemaf einem der vorhergehenden
Patentanspriiche, wobei das Offnen jeweiliger Fens-
ter (9) einen fotolithographischen Prozess umfasst.

18. Verfahren gemaf einem der vorhergehenden
Patentanspriiche, wobei das Offnen jeweiliger Fens-
ter (9) Laserablation umfasst.

19. Verfahren gemaf einem der vorhergehenden
Patentanspriiche, wobei das Offnen jeweiliger Fens-
ter (9) ein Atzverfahren umfasst.

20. Verfahren gemafR einem der vorhergehenden
Patentanspriiche, wobei das Offnen jeweiliger Fens-
ter (9) ein mechanisches Verfahren umfasst.

21. Ein Package, umfassend:

ein Substrat (1), wobei auf einer Oberflache (2) des
Substrats (1) ein oder mehrere Bauelemente (3) aus-
gebildet sind;

wobei auf dem ein oder den mehreren Bauelementen
(3) und auf der Oberflache (2) des Substrats (1) eine
hermetisch abdichtende Schutzschicht (4) ausgebil-
det ist, wobei die hermetisch abdichtende Schutz-
schicht (4) mehrere Ubereinander angeordnete Teil-
schichten (5) umfasst, wobei eine Teilschicht (5-1)
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eine auflaminierte Folie bestehend aus elektrisch iso-
lierendem Kunststoffmaterial, eine Teilschicht (5-2)
eine ein Metall aufweisende metallische Teilschicht,
eine Teilschicht (5-3) eine ein organisches Material
aufweisende organische Schicht und eine Teilschicht
(5-4) eine Moldingmaterialschicht ist;

wobei Kontaktflachen (8) auf der Oberflache des
Substrats (1) und auf Oberflachen des einen oder der
mehreren Bauelemente (3) angeordnet sind, und die
hermetisch abdichtende Schutzschicht (4) bei jeder
Kontaktflache (8) ein Fenster (9) aufweist, in wel-
chem diese Kontaktflache (8) frei von der hermetisch
abdichtenden Schutzschicht (4) und flachig mit einer
Kontaktschicht (10) aus elektrisch leitfahigem Materi-
al kontaktiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kontaktschicht (10) mehrere Uibereinander angeord-
nete Einzelschichten (11) aus unterschiedlichem,
elektrisch leitfahigem Material umfasst.

22. Package gemald Patentanspruch 21, wobei
die Folie aus einem Kunststoffmaterial auf Polyimid-,
Polyamid-, Polyethylen, Polyphenol-, Polyetherether-
keton- und/oder auf Epoxidbasis ausgebildet ist.

23. Package gemal Patentanspruch 21 oder 22,
wobei das Metall aus einer Gruppe bestehend aus
Aluminium, Kupfer, Titan und Nickel gewahlt ist.

24. Package gemaf einem der Patentanspriiche
21 bis 23, wobei eine der mehreren Teilschichten (5)
eine ein anorganisches Material aufweisende anor-
ganische Schicht ist.

25. Package gemald Patentanspruch 24, wobei
das anorganische Material Siliziumoxid enthalt.

26. Package gemal einem der Patentanspriiche
21 bis 25, wobei das organische Material Parylene
enthalt.

27. Package gemal einem der Patentanspriiche
21 bis 26, wobei eine der mehreren Teilschichten (5)
eine eine organische modifizierte Keramik aufwei-
sende Schicht ist.

28. Package gemal einem der Patentanspriiche
21 bis 27, wobei die hermetisch abdichtende Schicht
(4) ein Fullmaterial aufweist.

29. Package gemald Patentanspruch 28, wobei
das Fillmaterial Siliziumoxid oder Kohlenstoff ent-
halt.

30. Package gemal einem der Patentanspriiche
21 bis 29, wobei das Substrat (1) aus einer isolieren-
de Schicht (7), einer auf einer unteren Oberflache
(101) der isolierenden Schicht (7) aufgebrachten ers-
ten Metallschicht (6) und einer auf einer von der un-
teren Oberflache (101) abgekehrten Oberflache
(102) der isolierenden Schicht (7) aufgebrachten
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zweiten, strukturierten Metallschicht (12) besteht.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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